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21 世紀に入って、日本では M2M (machine-to-ma- 
chine)技術が注目される。近年、生産工場のマシンを超

え、本格的な IoT（モノのインターネット）時代到来を受け

て、車や家電、日常生活あらゆるところに張り巡らされたト

リリオン・センサーがアナログ・シグナルをデジタルデータ

に変換する。東京オリンピックの 2020 年には 25 ビリオン

個の IoT デバイスがインターネットにつながる。このデジタ

ル化された総データ量はゼッタバイト（ゼッタは 10 の 21
乗）に達し、インターネット上に送信され、クラウド上で分

析することで様々な革新が生まれる。 

１．概要（Summary） 

この背景で IoT デバイス技術開発が盛んになる。単結

晶基板上に TEOS パッシベーション膜を形成評価した。 
 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

プラズマ CVD 装置 
 

【実験方法】 
評価予定の基板に直接 TEOS 成膜を行い、機械加工

を実施して、パッシベーション効果を評価した。 

 
Fig. 1 Photograph of polished Si wafer after 

TEOS/CVD silicon oxide film deposition. 

成膜した TEOS パッシベーション膜の基板では Fig. 1
に示したように機械加工した後、良好な状態を保つことが

確認できた。デフェクトの詳細評価を Fig. 2 に示す。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今回の結果より、TEOS-SiO2膜が単結晶基板上のパッ

シベーション膜として利用可能なことが分かった。 

 
Fig. 2 Evaluation of defects formed in TEOS/CVD 

silicon oxide film. 
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